Fotodioda i fotooghiwo
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taczenie fotoogniw - szeregowe
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taczenie fotoogniw

Ogniwa taczone sg w moduty, z ktérych tworzy sie panele.

W sumie panel moze miec 48, 60, 72 lub 120 (ew. 144) ogniw.
Moc pojedynczego ogniwa, to 0.4 — 0.6 W.

Powierzchnia okoto 15 x 15 [cm] lub 15 x 7.5 [cm].
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Parametry paneli

Parametr NMOT STC
Moc [W] 283 -298 375-395
Sprawnos¢ [%] 20.4-215
Prad zwarcia [A] 8.5 10.6
Napiecie obwodu otwartego [V] 422-42.4 |44.4-44.7
Prad (MPP) [A] 79-8.1 9.9-10.1
Napiecie (MPP) [V] 35.7-37 37.8-39.2
Znamionowa temperatura robocza modutu [°C] |44+ 2

Wspdtczynnik temperaturowy mocy [%/K] -0.259

NMOT (Nominal Module/Cell Operating Temperature) — Znamionowa temperatura robocza modutu
nastonecznienie 800 W/m?, predkosci wiatru 1 m/s, temperatury otoczenia 20 °C.

STC (Standard Test Condition) — warunki standardowe,
temperatura 25 °C, nastonecznienie 1000 W/m?2.

Roczny spadek mocy, np. w pierwszym roku -2%, w kolejnych latach -0.25/Rok (typowo -0.5/Rok),
gwarancja mocy po 25 latach 92 % (typowo 85%).

21.11.2022



Obwody zawierajacych
elementy sterowane

Czwdrniki (two ports)

Czwornik — uktad, w ktérym mozna wyrdznié cztery zaciski zewnetrze tworzgce

dwie pary — wejsciowg i wyjsciowa. Prady zaciskéw wejsciowych sg

sobie réwne, tak samo prady zaciskow wyjsciowych.
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Przyktady czwornikéw

Czwoérniki _pasywne
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Elementy sterowane

Réwnania opisujgce element sterowany: J=f(U,x), U=g(J,x),

gdzie x jest zmienng sterujacg, parametrem, np. T (temperatura), @

(strumien Swiatta), J, U..
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Liniowe zrddta sterowane

zrédto napieciowe sterowane napieciem
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Zastosowanie zrédet sterowanych do
modelowania czwérnikéw

J J

2
*— <o
UlT Czwornik TUz U1 = R11‘]1 + R12‘]2 +U01
aktywny o Uz = R21J1 + Rzsz +U02

Obwdd réwnowazny, model:
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Przyktady elementéw sterowanych

Tranzystor

Wzmacniacz operacyjny
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